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Zeolita ITQ-17.
La presente invencion se reere a un material crista-
lino microporoso de naturaleza zeoltica denominado
ITQ-17, a su procedimiento de preparacion y a la
utilizacion de ITQ-17 en procesos de separacion y
transformacion de compuestos organicos, cuya com-
posicion qumica en estado calcinado y anhidro, co-
rresponde a la formula emprica:
x (M1=nXO2) : TO2
donde x posee un valor inferior a 0.2; N es H+ o uno
o varios cationes inorganicos de carga +n; X es uno
o varios elementos qumicos de estado de oxidacion
+3, seleccionado entre Al, Ga, B, Cr y Fe, y T es uno
o varios elementos qumicos con estado de oxidacion
+4 seleccionados entre Si, Ge, Ti, Sn y V, e Y es uno
o varios elementos qumicos con estado de oxidacion
+4; y que se caracteriza ademas por su patron de
difraccion de rayos X y sus propiedades microporosas.
Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
























Campo de la tecnica
Materiales cristalinos microporosos.
Antecedentes
Las zeolitas son materiales cristalinos microporosos formados por una red cristalina de tetraedros
TO4 que comparten todos sus vertices dando lugar a una estructura tridimensional que contiene canales
y/o cavidades de dimensiones moleculares. Son de composicion variable, y T representa generalmente
atomos con estado de oxidacion formal +3 o +4, como por ejemplo Si, Ge, Ti, Al, B, Ga,... Si alguno
de los atomos T tiene un estado de oxidacion inferior a +4, la red cristalina formada presenta cargas
negativas que se compensan mediante la presencia en los canales o cavidades de cationes organicos o
inorganicos. En dichos canales y cavidades pueden alojarse tambien moleculas organicas y H2O, por lo
que, de manera general, la composicion qumica de las zeolitas puede representarse mediante la siguiente
formula emprica:
x (M1=nXO2) : y YO2 : z R : w H2O
donde M es uno o varios cationes organicos o inorganicos de carga +n; X es uno o varios elementos
trivalentes; Y es uno o varios elementos tetravalentes, generalmente Si; y R es una o varias sustancias
organicas. Aunque mediante tratamientos postsntesis se pueden variar la naturaleza de M, X, Y y R y
los valores de x, y, z, y w, la composicion qumica de una zeolita (tal y como se sintetiza o despues de su
calcinacion) posee un rango caracterstico de cada zeolita y de su metodo de obtencion.
Por otro lado, la estructura cristalina de cada zeolita, con un sistema de canales y cavidades especco,
da lugar a un patron de difraccion de rayos X caracterstico. Por tanto, las zeolitas se diferencian entre
s por su rango de composicion qumica mas su patron de difraccion de rayos X. Ambas caractersticas
(estructura cristalina y composicion qumica) determinan ademas las propiedades sicoqumicas de cada
zeolita y su posible aplicacion en diferentes procesos industriales.
Descripcion de la invencion
La presente invencion se reere a un material cristalino microporoso de naturaleza zeoltica, denomi-
nado ITQ-17, a su metodo de preparacion y a sus aplicaciones.
Este material se caracteriza por su patron de difraccion de rayos X y por su composicion qumica.
En su forma anhidra y calcinada, la composicion qumica de ITQ-17 puede representarse mediante la
formula emprica
x (M1=nXO2) : TO2
donde x posee un valor inferior a 0.2; M es H+ o uno o varios cationes inorganicos de carga +n; X es uno
o varios elementos qumicos de estado de oxidacion +3, seleccionado entre Al, Ga, B, Cr y Fe, y T es uno
o varios elementos qumicos con estado de oxidacion +4 seleccionados entre Si, Ge, Ti, Sn y V, y con un
patron de difraccion de rayos X concordante con el establecido en las Tablas I y II para el material tal y
como se sintetiza y despues de calcinar, respectivamente.
En una realizacion preferida el material calcinado y anhidro se puede representar por la formula:
x (M1=nXO2) : y YO2 : z GeO2 : (1-z) SiO2
donde x posee un valor inferior a 0.2, preferentemente inferior a 0.067 y mas preferentemente inferior
a 0.05, pudiendo ser igual a cero; y tiene un valor menor de 0.1, preferentemente menor de 0.05 y mas
preferentemente menor de 0.02, pudiendo ser igual a cero; z posee un valor entre 1 y 0, y preferentemente
entre 0.67 y 0.01, y mas preferentemente entre 0.5 y 0.025, M es H+ o uno o varios cationes inorganicos
de carga +n; X es uno o varios elementos qumicos con estado de oxidacion +3, como por ejemplo Al,
Ga, B, Cr e Y es uno o varios elementos qumicos con estado de oxidacion +4, como por ejemplo Ti, Sn,
V.
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Es posible, sin embargo, en funcion del metodo de sntesis y de su calcinacion o tratamientos poste-
riores, la existencia de defectos en la red cristalina, que se maniestan por la presencia de grupos Si-OH
(silanoles). Estos defectos no han sido incluidos en las formulas empricas anteriores.
El patron de difraccion de rayos X de la zeolita ITQ-17, tal y como se sintetiza, se ha obtenido en
un difractometro Philips PW 1830 con un controlador PW 1710 y empleando la radiacion K del Cu.
El difractograma obtenido mediante el metodo de polvo y utilizando una rendija de divergencia ja, se
caracteriza por los siguientes valores del angulo 2 (grados) e intensidades relativas (I/Io), siendo I0 la
intensidad del pico mas intenso al cual se le asigna un valor de 100. Las intensidades relativas se han
expresado en los siguientes terminos: d= intensidad debil (entre 0 y 20 %); m= intensidad media (entre






























La variacion en las medidas del angulo 20 debido al error instrumental se estima en 0.5 grados.
Las posiciones, anchuras e intensidades relativas de los picos de difraccion pueden modicarse segun
la composicion qumica del material (tipo de agente estructurante, relacion Si/Ge, presencia de otros
heteroatomos trivalentes y/o tetravalentes (uno o varios) en la red, ademas de silicio y/o germanio, como
por ejemplo: aluminio, boro, titanio, vanadio, etc.), as como del grado de hidratacion y el tama~no de
cristal. En particular, el patron representado en la tabla I y la gura 1 se reere a materiales cuya red
esta compuesta exclusivamente por oxido de silicio y germanio, con una relacion Si/Ge= 5 y sintetizado
usando el cation bencil-DABCO, cuya estructura se representa en la gura 2, como agente director de
estructura.
En la tabla II se presenta los valores del angulo 2 e intensidades relativas (I/I0) de las reflexiones
del difractograma de rayos X de polvo de la anterior muestra de ITQ-17 (con una relacion Si/Ge=5 y
preparada con bencil-DABCO como agente estructurante) tras ser calcinada a 580C para eliminar los
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compuestos organicos ocluidos en el interior de la zeolita, donde d, m, f y mf tienen los mismos signicados
que en la tabla I. En la gura 3 se muestra el patron de difraccion de la zeolita ITQ-17 calcinada.
TABLA II


























El metodo de preparacion se basa en el calentamiento a temperaturas entre 80C y 200C, y preferen-
temente entre 100C y 200C, y mas preferentemente entre 130C y 175C de una mezcla de reaccion que
contiene uno o mas de los siguientes agentes directores de la estructura: los cationes bencil-Q y bencil-
DABCO, cuyas estructuras se representan en la gura 2. La mezcla de sntesis contiene ademas una
fuente de silicio entre las que se preeren slice amorfa, slice coloidal, gel de slice, haluros de silicio y/o
tetraalquilortosilicato, opcionalmente, pero preferentemente se puede adicionar una fuente de germanio
como por ejemplo oxido de germanio, haluros de germanio y/o alcoxidos de germanio. opcionalmente,
la mezcla de sntesis puede contener un elemento trivalente como por ejemplo Al, B, Ga, Cr, Fe y/o
opcionalmente tambien puede contener una fuente de titanio y/o vanadio como por ejemplo un alcoxido
o haluro de titanio y un alcoxido o sulfato de vanadio, y Sn. Por ultimo, una fuente de aniones fluoruro
como agente mineralizante.
La composicion de sntesis necesaria para sintetizar ITQ-17 depende del agente estructurante utili-
zado.
En un procedimiento general de sntesis y no limitante, la fuente de slice y opcionalmente germanio se
disuelven en uno o mas de los agentes directores de estructura que se reivindican en la presente invencion:
bencil-DABCO, bencil-Q (gura 2). A continuacion, si as se requiere se adicionaran las fuentes de los
elementos trivalente y/o tetravalente (distinto de silicio y germanio). Por ultimo, la fuente de aniones
fluoruro. El pH nal de la mezcla esta comprendido entre 6 y 9.
La composicion de la mezcla de sntesis responde a la formula emprica general
r RK : a M1=nOH : x X2O3 : y YO2 : z GeO2 : (1-z) SiO2 : fHF : w H2O
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Donde M es H+ o uno o varios cationes inorganicos de carga +n; X es uno o varios elementos trivalentes,
preferiblemente Al, B, Ga, Fe o Cr; Y es uno o varios elementos tetravalentes, preferentemente Ti, Sn
o V; R es un cation organico, preferiblemente bencil DABCO, bencil-Q o mezclas de ambos y K es un
anion, preferentemente haluro, hidroxido o mezclas de ambos.
En el caso de utilizar el cation bencil-DABCO como agente estructurante los valores de r, a, x, y, z,
f, y w estan en los rangos:
r = bencil-DABCO/(SiO2+GeO2) = entre 3 y 0.01, y preferiblemente entre 1 y 0.03.
a = M1=nOH/(SiO2+GeO2) = 0-1.0, preferiblemente 0-0.2
x = X2O3(SiO2+GeO2) = entre 0-0.1, preferiblemente entre 0-0.033, y mas preferiblemente entre 0-0.025
y = YO2/(SiO2+GeO2) = entre 0-0.1, preferiblemente entre 0-0.05, y mas preferentemente entre 0-0.02
z = GeO2/(SiO2+GeO2) = entre 0.67 y 0, preferiblemente entre 0.5 y 0.01, y mas preferentemente entre
0.5 y 0.025.
w = H2O/(SiO2+GeO2) = entre 0-100, y preferiblemente 1-50, y mas preferiblemente 1-25.
f = HF/(SiO2+GeO2) = entre 3 y 0.01, y preferentemente entre 1 y 0.03.
En el caso de utilizar bencil-Q como agente estructurante los valores de r, a, x, y, z, f, y w estan en
los rangos
r = bencil-Q/(SiO2+GeO2) = entre 3 y 0.01, y preferiblemente entre 1 y 0.03.
a = M1=nOH/(SiO2+GeO2) = 0-1.0, preferiblemente 0-0.2
x = X2O3/(SiO2+GeO2) = entre 0-0.1, preferiblemente entre 0-0.033, y mas preferiblemente entre 0-
0.00625.
y = YO2/(SiO2+GeO2) = entre 0-0.1, preferiblemente entre 0-0.05, y mas preferentemente entre 0-0.02
z = GeO2/(SiO2+GeO2) = entre 0 y 0.5, preferiblemente entre 0.04 y 0.33, y mas preferentemente entre
0.125 y 0.33.
w = H2O/(SiO2+GeO2) = entre 0-100, y preferiblemente 1-50, y mas preferiblemente 1-25.
f = HF/(SiO2+GeO2) = entre 3 y 0.01, y preferentemente entre 1 y 0.03.
En el caso de utilizar mezclas de bencil-DABCO y bencil-Q como agente estructurante los valores de
r, a, x, y, z, f, y w estan en los rangos
r = (bencil-DABCO+bencil-Q)/(SiO2+GeO2) = entre 3 y 0. 01, y preferiblemente entre 1 y 0.03.
a = M1=nOH/(SiO2+GeO2) 0-1.0, preferiblemente 0-0.2
x = X2O3/(SiO2+GeO2) entre 0-0.1, preferiblemente entre 0-0.033, y mas preferiblemente entre 0-0.025
y = YO2/(SiO2+GeO2) = entre 0-0.1, preferiblemente entre 0-0.05, y mas preferentemente entre 0-0.02
z = GeO2/(SiO2+GeO2) = entre 0 y 0. 67, preferiblemente entre 0.01 y 0.5, y mas preferentemente entre
0.025 y 0.5.
w = H2O/(SiO2+GeO2) = entre 0-100, y preferiblemente 1-50, y mas preferiblemente 1-25.
f = HF/(SiO2+GeO2) entre 3 y 0.01, y preferentemente entre 1 y 0.03.
bencil-DABCO/(bencil-DABCO+bencil-Q) puede variar entre 0 y 1, ambos excluidos.
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En la mezcla de sntesis se pueden introducir cristales, preferentemente de zeolita y mas preferente-
mente de zeolita ITQ-17 como simiente. Las semillas pueden ser a~nadidas como una suspension de los
cristales en un lquido adecuado, como un gel preorganizado, o como un solido seco. Esta cantidad de
material cristalino, a~nadido como promotor de la cristalizacion, debe ser preferentemente con las carac-
tersticas del material de la invencion, estando dicha cantidad comprendida en el rango 0.01 a 15 % en
peso con respecto al total de slice a~nadida, preferentemente 0.05 a 5%.
El tratamiento termico de la mezcla de reaccion puede realizarse en estatico o con agitacion de la
mezcla.
La zeolita ITQ-17 obtenida mediante el presente metodo de sntesis puede ser separada de las aguas
madres por ltracion o centrifugacion, y se puede calcinar en vaco, aire, N2, u otro gas inerte con el
n de eliminar el compuesto organico. Para ello se requieren temperaturas de al menos 250C, y mas
preferentemente superiores a 400C.
El patron de difraccion del material sin calcinar obtenido corresponde al de la zeolita ITQ-17 y que
se presenta en la gura 1 y tabla 1.
El material una vez calcinado responde a la formula general
x (M1=nXO2) : TO2
donde x posee un valor inferior a 0.2; M es H+ o uno o varios cationes inorganicos de carga +n; X es uno
o varios elementos qumicos de estado de oxidacion +3, seleccionado entre Al, Ga, B, Cr y Fe, y T es uno
o varios elementos qumicos con estado de oxidacion +4 seleccionados entre Si, Ge, Ti, Sn y V, y con un
patron de difraccion de rayos X concordante con el establecido en las Tablas I y II para el material tal y
como se sintetiza y despues de calcinar, respectivamente.
En una realizacion preferida el material calcinado y anhidro se puede representar por la formula:
x (M1=nXO2) : y YO2 : z GeO2 : (1-z) SiO2
donde x posee un valor inferior a 0.2, preferentemente inferior a 0.067, y mas preferentemente inferior
a 0.05, pudiendo ser igual a cero; y tiene un valor menor de 0.1, preferentemente menor de 0.05 y mas
preferentemente menor de 0.02, pudiendo ser igual a cero; z posee un valor entre 1 y 0, y preferentemente
entre 0.67 y 0.01, y mas preferentemente entre 0.5 y 0.025, M es H+ o uno o varios cationes inorganicos
de carga +n; X es uno o varios elementos qumicos de estado de oxidacion +3, como por ejemplo Al, Ga,
B, Cr o Fe e Y es uno o varios elementos qumicos con estado de oxidacion +4, como por ejemplo Ti, Sn
o V.
El material obtenido mediante el metodo de sntesis reivindicado en esta memoria es util y as se
reivindica, como catalizador de alquilacion de aromaticos con olenas y alcoholes, y mas especcamente
como catalizador de alquilacion de benceno con propileno. Como catalizador o aditivo de craqueo, y
particularmente de craqueo cataltico de hidrocarburos. La zeolita ITQ-17 sintetizada mediante la pre-
sente invencion se reivindica como componente de catalizadores de hidrocraqueo, e hidrocraqueo suave
de hidrocaburos y/o hidrocarburos funcionalizados, y en general de compuestos organicos, como ca-
talizador de desparanado e isodesparanado, hidroisomerizacion de olenas, y alquilacion de olenas
con isoparanas, como catalizador de acilacion de compuestos aromaticos sustituidos y en reacciones
de Meerwein-Pondorf-Verley, en procesos de oxidacion selectiva de compuestos organicos usando H2O2
o peroxidos o hidroperoxidos organicos como oxidantes; y cuando el material sintetizado segun el pre-
sente metodo de sntesis contiene Ti se reivindica su utilizacion como catalizador de oxidacion de olenas
a epoxidos y alcoholes, oxidacion de tioeteres a sulfoxidos y sulfonas, amoxidacion de ciclohexanona a
ciclohexanonaoxima con NH3. En el caso de que el material ITQ-17, sintetizado segun la presente reivin-
dicacion contenga Sn se reivindica su uso como catalizadores en reacciones de Meerwein-Pondorf-Verley,
y en reacciones de Bayer-Williger utilizando H2O2 como agente oxidante.
Ejemplos
Ejemplo 1
En este ejemplo se reivindica la sntesis de ITQ-17 conteniendo Si y Ge en una relacion Si/Ge = 5, y
utilizando el cation bencil-DABCO como agente director de estructura
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5.79 g de tetraetilortosilicato (TEOS) se hidrolizan en 16.7 g de una solucion acuosa de bencil-DABCO
(9.98.10−4 moles de bencil-DABCO(OH)/g). A continuacion se adicionan 0.581 g de GeO2. Se deja la
mezcla agitando y evaporando el etanol, formado en la hidrolisis del TEOS, y 7.26 g de agua. Por ultimo,
se a~naden 0.67 de HF (aq., 50 %). La mezcla resultante se calienta en autoclaves recubiertos internamente
de PTFE a 150C. Tras 14 h de calentamiento se ltra la mezcla y se obtienen 18 g de zeolita ITQ-17
por cada 100 g de gel de sntesis.
El patron de difraccion de rayos X se presenta en la gura 1.
Ejemplo 2
En este ejemplo se reivindica la sntesis de ITQ-17 conteniendo Si y Ge en una relacion Si/Ge = 2, y
utilizando el cation bencil-DABCO como agente director de estructura
4.17 g de tetraetilortosilicato (TEOS) se hidrolizan en 7.5 g de una solucion acuosa de bencil-DABCO
(2.10−3 moles de bencil-DABCO(OH)/g). A continuacion se adicionan 1.045 g de GeO2 0.3 g de agua.
Se deja la mezcla agitando y evaporando el etanol formado en la hidrolisis del TEOS. Por ultimo, se
a~naden 0. 60 de HF (aq., 50 %). La mezcla resultante se calienta en autoclaves recubiertos internamente
de PTFE a 150C. Tras 12 h de calentamiento se ltra la mezcla y se obtienen 13 g de zeolita ITQ-17
por cada 100 g de gel de sntesis.
El patron de difraccion de rayos X se presenta en la gura 4.
Ejemplo 3
En este ejemplo se reivindica la sntesis de ITQ-17 conteniendo Si y Ge en una relacion Si/Ge = 5, y
utilizando el cation bencil-Q como agente director de estructura.
5.8 g de tetraetilortosilicato (TEOS) se hidrolizan en 21.4 g de una solucion acuosa de bencil-Q
(7.8.10−4 moles de bencil-Q(OH)/g). A continuacion se adicionan 0.58 g de GeO2. Se deja la mezcla
agitando y evaporando el etanol, formado en la hidrolisis del TEOS, y 12.55 g de agua. Por ultimo, se
a~naden 0.667 g de HF (aq., 50 %). La mezcla resultante se calienta en autoclaves recubiertos internamente
de PTFE a 150C. Tras 14 h de calentamiento se ltra la mezcla y se obtienen 24 g de zeolita ITQ-17
por cada 100 g de gel de sntesis.
El patron de difraccion de rayos X se presenta en la gura 5.
Ejemplo 4
En este ejemplo se reivindica la sntesis de ITQ-17 conteniendo Si, Al y Ge en una relacion Si/Ge =
15, y utilizando el cation bencil-DABCO como agente director de estructura
7.32 g de tetraetilortosilicato (TEOS) se hidrolizan en 21.8 g de una solucion acuosa de bencil-DABCO
(9.27.10−4 moles de bencil-DABCO(OH)/g). A continuacion se adicionan 0.245 g de GeO2 y 0.306 g de
isopropoxido de aluminio. Se deja la mezcla agitando y evaporando el etanol, formado en la hidrolisis
del TEOS, y 5.6 g de agua. Por ultimo, se a~naden 0.75 g de HF (aq., 50 %). La mezcla resultante se
calienta en autoclaves recubiertos internamente de PTFE a 150C. Tras 7 das de calentamiento se ltra
la mezcla y se obtienen 9 g de zeolita ITQ-17 por cada 100 g de gel de sntesis.
El patron de difraccion de rayos X se presenta en la gura 6.
Ejemplo 5
En este ejemplo se reivindica la sntesis de ITQ-17 conteniendo Si y Ge en una relacion Si/Ge = 15,
y utilizando el cation bencil-DABCO como agente director de estructura
6.51 de tetraetilortosilicato (TEOS) se hidrolizan en 16.7 g de una solucion acuosa de bencil-DABCO
(9.98.10−4 moles de bencil-DABCO(OH)/g). A continuacion se adicionan 0.218 g de GeO2. Se deja
la mezcla agitando y evaporando el etanol, formado en la hidrolisis del TEOS, y 7.13 g de agua. Por
ultimo, se a~naden 0.67 g de HF (aq., 50 %). La mezcla resultante se calienta en autoclaves recubiertos
internamente de PTFE a 150C. Tras 39 h de calentamiento se ltra la mezcla y se obtienen 15 g de
zeolita ITQ-17 por cada 100 g de gel de sntesis.
El patron de difraccion de rayos x se presenta en la gura 7.
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1. Un material cristalino microporoso de naturaleza zeoltica caracterizado por una composicion
qumica en el estado calcinado y anhidro que puede representarse por la siguiente formula emprica:
x (M1=nXO2) : TO2
donde x posee un valor inferior a 0.2; M es H+ o uno o varios cationes inorganicos de carga +n; X es uno
o varios elementos qumicos de estado de oxidacion +3, seleccionado entre Al, Ga, B, Cr y Fe, y T es uno
o varios elementos qumicos con estado de oxidacion +4 seleccionados entre Si, Ge, Ti, Sn y V, y con un
patron de difraccion de rayos X concordante con el establecido en las Tablas I y II para el material tal y
como se sintetiza, y despues de calcinar, respectivamente.
2. Un material cristalino microporoso de naturaleza zeoltica segun la reivindicacion 1, caracterizado
por una composicion qumica en el estado calcinado y anhidro que puede representarse por la siguiente
formula emprica
x (M1=nXO2) : y YO2 : z GeO2 : (1-z) SiO2
donde x posee un valor inferior a 0.2; y tiene un valor menor de 0.1; z posee un valor entre 1 y O; M es
H+ o uno o varios cationes inorganicos de carga +n; X es uno o varios elementos qumicos de estado de
oxidacion +3, como por ejemplo Al, Ga, B, Cr o Fe e Y es uno o varios elementos qumicos con estado
de oxidacion +4, como por ejemplo Ti, Sn o V.
3. Un material cristalino segun las reivindicaciones 1 y 2 con una composicion qumica en el estado
calcinado y anhidro que puede representarse por la siguiente formula emprica
x (M1=nXO2) : y YO2 : z GeO2 : (1-z) SiO2
donde x posee un valor, inferior a 0. 2, preferentemente inferior a 0.067, pudiendo ser igual a cero; y tiene
un valor menor de 0.1 y preferentemente menor de 0.05, pudiendo ser igual a cero; z posee un valor entre
1 y 0, y mas preferentemente entre 0.67 y 0.01; M es H+ o uno o varios cationes inorganicos de carga
+n; X es uno o varios elementos qumicos de estado de oxidacion +3, como por ejemplo Al, Ga, B, Cr o
Fe e Y es uno o varios elementos qumicos con estado de oxidacion +4, como por ejemplo Ti, Sn o V.
4. Un material cristalino segun las reivindicaciones 1 y 2 en el que su composicion corresponde a la
formula:
x (M1=nXO2) : z GeO2 : (1-z) SiO2
donde x posee un valor inferior a 0.2, preferentemente inferior a 0.067, y mas preferentemente inferior a
0.05, pudiendo ser igual a cero; z posee un valor entre 1 y 0, y preferentemente entre 0.67 y 0.01, y mas
preferentemente entre 0.5 y 0.025; M es H+ o uno o varios cationes inorganicos de carga +n y X es uno
o varios elementos qumicos de estado de oxidacion +3, como por ejemplo Al, Ga, B, Cr o Fe.
5. Un material cristalino segun las reivindicaciones 1 y 2 con una composicion qumica en el estado
calcinado y anhidro que puede representarse por la siguiente formula emprica
y YO2 : z GeO2 : (1-z) SiO2
donde y tiene un valor menor de 0.1, preferentemente menor de 0.05 y mas preferentemente menor de
0.02, pudiendo ser igual a cero; z posee un valor entre 1 y 0, y preferentemente entre 0.67 y 0.01, y mas
preferentemente entre 0.5 y 0.025; e Y es uno o varios elementos qumicos con estado de oxidacion +4,
como por ejemplo Ti, Sn o V.
6. Un material cristalino segun las reivindicaciones 1 y 2 cuya composicion qumica en el estado
calcinado y anhidro puede representarse por la siguiente formula emprica
x (HXO2) : z GeO2 : (1-z) SiO2
en la cual X es un elemento trivalente (Al, B, Ga, Cr o Fe), x posee un valor inferior a 0.2, preferentemente
menor de 0.067, y mas preferentemente menor de 0.05, pudiendo ser igual a cero; z posee un valor entre
1 y 0, y preferentemente entre 0.67 y 0.01, y mas preferentemente entre 0.5 y 0.025.
7. Un material cristalino segun las reivindicaciones 1 y 2 cuya composicion qumica en el estado
calcinado y anhidro puede representarse por la siguiente formula emprica
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z GeO2 : (1-z) SiO2
donde z posee un valor entre 1 y 0, y preferentemente entre 0.67 y 0.01, y mas preferentemente entre 0.5
y 0.025.
8. Un procedimiento para sintetizar el material cristalino de las reivindicaciones 1-7 en el que una mez-
cla de reaccion que contiene una fuente de SiO2, opcionalmente una fuente de GeO2, opcionalmente una
fuente de otro u otros elementos tetravalentes Y, preferentemente Ti, V o Sn, opcionalmente una fuente
de otro u otros elementos trivalentes X, preferentemente Al, B, Ga, Fe, o Cr, el cation bencil-DABCO,
la fuente de aniones fluoruro y agua se somete a calentamiento con o sin agitacion a temperatura entre
80 y 200C, preferentemente entre 130 y 200C, hasta conseguir su cristalizacion.
La composicion de la mezcla de sntesis responde a la formula emprica general
r RK : a M1=nOH : x X2O3 : y YO2 : z GeO2 : (1-z) SiO2 : fHF : w H2O
donde los valores de r, a, x, y, z, f y w estan en los rangos:
r = bencil-DABCO/(SiO2+GeO2) = entre 3 y 0.01, y preferiblemente entre 1 y 0.03.
a = M1=nOH/(SiO2+GeO2) = 0-1.0, preferiblemente 0-0.2
x = X2O3/(SiO2+GeO2) = entre 0-0.1, preferiblemente entre 0-0.033, y mas preferiblemente entre 0-0.025
y = YO2/(SiO2+GeO2) = entre 0-0.1, preferiblemente entre 0-0.05, y mas preferentemente entre 0-0.02
z = GeO2/(SiO2+GeO2) = entre 0.67 y 0, preferentemente entre 0.5 y 0.01, y mas preferentemente entre
0.5 y 0.025.
w= H2O/(SiO2+GeO2) = entre 0-100, y preferiblemente 1-50, y mas preferiblemente 1-25.
f= HF/(SiO2+GeO2) = entre 3 y 0.01, y preferentemente entre 1 y 0.03.
donde M es H+ o uno o varios cationes inorganicos de carga +n; X es uno o varios elementos trivalentes,
preferiblemente Al, B, Ga, Fe o Cr; Y es uno o varios elementos tetravalentes, preferentemente Ti, Sn o
V; R el cation bencil-DABCO y K se reere a un anion, preferentemente haluro, hidroxido o mezclas de
ambos..
9. Un procedimiento para sintetizar el material cristalino de las reivindicaciones 1-7 en el que el cation
organico bencil-DABCO es a~nadido en forma de hidroxido o en forma de una mezcla de hidroxido y otra
sal, preferentemente un haluro.
10. Un procedimiento para sintetizar el material cristalino de las reivindicaciones 1-7 en el que una
mezcla de reaccion que contiene una fuente de SiO2, opcionalmente una fuente de GeO2, opcionalmente
una fuente de otro u otros elementos tetravalentes y, preferentemente Ti, V o Sn, opcionalmente una
fuente de otro u otros elementos trivalentes X, preferentemente Al, B, Ga, Fe o Cr, el cation bencil-Q, la
fuente de aniones fluoruro y agua se somete a calentamiento con o sin agitacion a temperatura entre 80
y 200C, preferentemente entre 130 y 200C, hasta conseguir su cristalizacion.
La composicion de la mezcla de sntesis responde a la formula emprica general
r RK : a M1=n OH : x X2O3 : y YO2 : z GeO2 : (1-z) SiO2 : fHF : w H2O
donde los valores de r, a, x, y, z, f y w estan en los rangos:
r = bencil-Q/(SiO2+GeO2) = entre 3 y 0.01, y preferiblemente entre 1 y 0.03.
a = M1=nOH/(SiO2+GeO2) = 0 y 1.0, preferiblemente 0 y 0.2
x = X2O3/(SiO2+GeO2) = entre 0 y 0.1, preferiblemente entre 0 y 0.033, y mas preferiblemente entre 0
y 0.00625
y = YO2/(SiO2+GeO2) = entre 0-0.1, preferiblemente entre 0-0.05, y mas preferentemente entre 0-0.02
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z = GeO2/(SiO2+GeO2) = entre 0.5 y 0, preferiblemente entre 0.33 y 0.04, y mas preferentemente entre
0.33 y 0.125.
w = H2O/(SiO2+GeO2) = entre 0-100, y preferiblemente 1-50, y mas preferiblemente 1-25.
f = HF/(SiO2+GeO2) = entre 3 y 0.01, y preferentemente entre 1 y 0.03.
donde M es H+ o uno o varios cationes inorganicos de carga +n; X es uno o varios elementos trivalentes,
preferiblemente Al, B, Ga, Fe o Cr; Y es uno o varios elementos tetravalentes, preferentemente Ti, Sn o
V; R el cation bencil-Q y K se reere a un anion, preferentemente haluro, hidroxido o mezclas de ambos.
11. Un procedimiento para sintetizar el material cristalino de las reivindicaciones 1-7 en el que el
cation organico bencil-Q es a~nadido en forma de hidroxido o en forma de una mezcla de hidroxido y otra
sal, preferentemente un haluro.
12. Un procedimiento para sintetizar el material cristalino de las reivindicaciones 1-7 en el que una
mezcla de reaccion que contiene una fuente de SiO2, opcionalmente una fuente de GeO2, opcionalmente
una fuente de otro u otros elementos tetravalentes Y, preferentemente Ti, V o Sn, opcionalmente una
fuente de otro u otros elementos trivalentes X, preferentemente Al, B, Ga, Fe o Cr, una mezcla de los
cationes bencil-DABCO y bencil-Q, la fuente de aniones fluoruro y agua se somete a calentamiento con
o sin agitacion a temperatura entre 80 y 200C, preferentemente entre 130 y 200C, hasta conseguir su
cristalizacion.
La composicion de la mezcla de sntesis responde a la formula emprica general
r RK : a M1=n OH : x X2O3 y YO2 : z GeO2 : (1-z) SiO2 : fHF : w H2
donde los valores de r, a, x, y, z, f y w estan en los rangos:
r = (bencil-DABCO+bencil-Q)/(SiO2+GeO2) = entre 3 y 0. 01, y preferiblemente entre 1 y 0.03.
a = M1=n OH/(SiO2+GeO2) = 0-1.0, preferiblemente 0-0.2
x = X2O3/(SiO2+GeO2) = entre 0-0.1, preferiblemente entre 0-0.033, y mas preferiblemente entre 0-0.025
y = YO2/(SiO2+GeO2) = entre 0-0.1, preferiblemente entre 0-0.05, y mas preferentemente entre 0-0.02
z = GeO2/(SiO2+GeO2) = entre 0.67 y 0, preferiblemente entre 0.5 y 0.01, y mas preferentemente entre
0.5 y 0.025.
w = H2O/(SiO2+GeO2) = entre 0-100, y preferiblemente 1-50, y mas preferiblemente 1-25.
f = HF/(SiO2+GeO2) = entre 3 y 0.01, y preferentemente entre 1 y 0.03.
(bencil-DABCO)/(bencil-DABCO+bencil-Q) puede variar entre 0 y 1, ambos excluidos.
donde M es H+ o uno o varios cationes inorganicos de carga +n; X es uno o varios elementos trivalentes,
preferiblemente Al, B, Ga, Fe o Cr; Y es uno o varios elementos tetravalentes, preferentemente Ti, Sn o
V; R la mezcla de cationes bencil-DABCO y bencil-Q y K se reere a un anion, preferentemente haluro,
hidroxido o mezclas de ambos.
13. Un procedimiento para sintetizar el material cristalino de las reivindicaciones 1-7 en el que la
mezcla de cationes organicos bencil-DABCO y bencil-Q es a~nadida en forma de hidroxido o en forma de
una mezcla de hidroxido y otra sal, preferentemente un haluro.
14. Un procedimiento para sintetizar el material cristalino de las reivindicaciones 1-7 donde a la mez-
cla de reaccion se le a~nade una cantidad de material cristalino (preferentemente con las caractersticas
del material de las reivindicaciones 1-7) como promotor de la cristalizacion, estando dicha cantidad com-
prendida en el rango 0.01 a 15 % en peso con respecto al total de slice a~nadida, preferentemente 0.05 a
5 %.
15. Uso de la zeolita ITQ-17 preparada segun reivindicaciones 1-14 como catalizador en procesos de
craqueo, hidrocraqueo, hidrocraqueo suave de hidrocarburos y/o hidrocarburos funcionalizados, hidroi-
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somerizacion de olenas, alquilacion de olenas con isoparanas, alquilacion de aromaticos con olenas
o alcoholes, y mas especcamente en la alquilacion de benceno con propileno.
16. Uso de las zeolitas preparadas segun reivindicaciones 1-14 en procesos de oxidacion selectiva de
compuestos organicos usando H2O2 o peroxidos o hidroperoxidos organicos como oxidantes.
17. Uso de las zeolitas preparadas segun reivindicaciones 1-14 en procesos de oxidacion del tipo
Baeyer-Villiger.
18. Uso de las zeolitas preparadas segun reivindicaciones 1-14 como catalizador de procesos de oxi-
dacion del tipo Meerwein-Pondorf-Verley.
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